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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 34: Cycles en puissance

AVANT-PROPOS

1) La Qommission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale Nde ndrmalisation
compgosée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiomaux de la . la CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question isati Hans les
domgines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres i P hlie deg Normes
interjationales, des Specmcatlons techmques des Rapports techniques, des_Spécif ibles au
publi ) ige a des
comifés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé Rar le ité partic|per. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen S iaisg a CEl, participent
égaldment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'OrganisgtionNaote i & ion (1SO),
selon| des conditions fixées par accord entre les deux organisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les gdestions techhi mesure
du pgssible, un accord international sur les sujets étudiés,(éta o\g p e la CEI
intérg¢ssés sont représentés dans chaque comité d’études

3) Les agréées
comme telles par Ies Comités nationaux d . e la CEl
s'ass bonsable
de I'§ventuelle mauvaise utilisation ou interprétation gui &

4) Dans|le but d'encourager l'uniformité internati Gomjté i ! , g toute la
mesUyre possible, a appliquer de fagon tkansp iCati lications
natiopales et régionales. icati lications
natiopales ou régionales co espod hqQue

5) La (QEI pas sa
respqnsabilité pour les équip

6) Touslles utilisat i ' i t i iere éditi i on.

7) Aucupe responsa 5 it & j g\ & , 3 ini , 8s, ilipires ou
mandataires, y com i e i ité 'é Comités
natiohaux de la \ gjudi AUSE eriels, but autre
dommage de quelg que\patt it, Adi indi , 0 is|les frais
de juptice) etAte 2 icati 'utilisati icati El ou de
toute|autre F i 5

8) L'attgnii6 i € 5 i ité ication. L'utilisati lications
référencé )

9) L’attgntion & 5 ¢ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuyent faire
I'objgt de droits opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre terjue pour

respqnsahle de ne pas7avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Norme_internationale CE|1 60749-34 g été établie par le_ comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette norme annule et remplace la CEI/PAS 62206 publiée en 2000. Cette premiére édition
constitue une révision technique.

Cette version bilingue, publiée en 2005-11, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47/1738/FDIS et 47/1748/RVD.

Le rapport de vote 47/1748/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 34: Power cycling

FOREWORD

1) The Ipternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standar mprising
all nptional electrotechnical committees (IEC National Committees). promote
intergational co-operation on all questions concerning standardization in the electfical and ields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Stangdarg ifications,
Techpical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a interested
in thp subject dealt with may participate in this preparatory work. nd non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in fkj 5 closely
with fthe International Organization for Standardization (ISO) in accorda hined by
agregment between the two organizations.

2) The fprmal decisions or agreements of IEC on technical matt rnational
consénsus of opinion on the relevant subjects since eac from all
intergsted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom National
Cominittees in that sense. While all reasépabl t of IEC
Publipations is accurate, for any
misinterpretation by any end user.

4) In orfer to promote international uniformify, IEC_NationalKCommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible I iyergence
betwg¢en any IEC Publicatiop/and the icated in
the Igtter.

5) IEC provides no marking, proce for any
equigment declared to b

6) All ugers should

7) No liability shall a S S mployees, servants or agents including individual exgerts and
membpers of its techni S thJE ational Committees for any personal injury, property dagmage or
other q whether direct or indirect, or for costs (including legal fe¢es) and
expefses arising\out\of\thet\publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofher IEC
Publipations

8) Attenftion is §rawn ¢ references cited in this publication. Use of the referenced publigations is
indis

9) Attenttio ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the spubject of
pater|t right IEC shaN note held responsible for identifying any or all such patent rights.

International )Standard |IEC 60749-34 has been prepared by IEC technical commitiee 47:

Semicgndlctor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62206 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

This bili

ingual version, published in 2005-11, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1738/FDIS 47/1748/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting i

ndicated in the above table.
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La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60749 comprend les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a semi-
conducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques:

Partie 1:  Généralités

Partie 2: Basse pression atmosphérique

Partie 3: Examen visuel externe

Partie 4: Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

Partie 5:  Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation

Partie §:  Stockage a haute température

Partie T:  Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des aufres\gaz résiduels
Partie §:  Etanchéité

Partie 9: Permanence du marquage

Partie 10: Chocs mécaniques

Partie 11: Variations rapides de température - Méthode dg

Partie 12: Vibrations, fréquences variables

Partie 13 : Atmosphére saline

Partie 14: Robustesse des sorties (intégrité de

Partie 15: hts
Partie 16:

Partie 17:

Partie 18:

Partie 19:

Partie 20: t de la

Partie 2
Partie 2
Partie 2
Partie 2
Partie 2
Partie 2

R

corps

Partie 27: achine

Partie 28: ensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de dispositif

chargé (CDM) 1
Partie 29: Essai de verrouillage

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage en surface non hermétiques
avant les essais de fiabilité

Partie 31: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause interne
d'inflammation)

Partie 32: Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Partie 33: Reésistance a I'humidité accélérée - autoclave sans polarisation

Partie 34: Cycles en puissance

Partie 35: Microscopie acoustique pour composants électroniques a bofitier plastique *
Partie 36: Accélération constante

1A publier
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The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60749 consists of the following parts, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods:

Part 1: General

Part 2: Low air pressure

Part 3: External visual inspection

Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)

Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

Part 6: Storage at high temperature

Part 7: Internal moisture content measurement and the analysig of\other residual ghses

Part 8: Sealing

Part 9: Permanence of marking
Part 10 Mechanical shock
Part 11: Rapid change of temperature — Two-fluid,/b

Part 12 Vibration, variable frequency
Part 13 Salt atmosphere
Part 14 Robustness of terminations\(Jlead\i
Part 15
Part 16
Part 17
Part 18
Part 19
Part 20 S ' sylated SMDs to the combined effect of moistyre and

ough-hole mounted devices

Part 21[:
Part 22
Part 23|
Part 24
Part 295
Part 26|
Part 271 Electrostatic dier‘hargp (FQD) Qpncitivity quting — Machine maodel (Ml\/l)

tic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM

~

Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM)1
Part 29: Latch-up test

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing
Part 31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)

Part 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)

Part 33: Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave

Part 34: Power cycling
Part 35: Acoustic microscopy for plastic encapsulated electronic components 1
Part 36: Acceleration, steady state

1 To be published
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
o
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
o
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 34: Cycles en puissance

1 Domaine d’application et objet

La présente meéthode d’essai e ilisée po déterminer 13 istance d'un disp
semiconducteurs aux contraintes thermiques et mécaniques du fait dée la~dissipa
puissance de la puce a semiconducteur interne et des connecteurs intérpnes. Cela.se

lorsqug des polarisations de fonctionnement a basse tension pg
(coura ts de charge) sont perlodlquement appllquees et enIevees en

aysantxdes va
des app
types fn electronlque de puissance, et est complémentai
fonctiopnement a haute température (voir CEl 60749-23).

ositif a
ion de
produit

la ‘conduction avant

Fiations

ications

vie en
ne pas

induire|les mémes mécanismes de défaillances que I'expositi 3 sles dg températture de

I'air-airl ou a un changement rapide de température
fluides | Cet essai provoque une usure et est considéfé

NOTE |La présente spécification n’a pas pour but de fo
durée devie.

2 Références normatives

Les ddcuments de référer i S indisg ables pour l'application du
documeént. Pour les réfé S citée s'applique. Pour les réf§
non dajées, la derniére.édi - 2ference s'applique (y compris les év

amendéments).

CEIl 60
intégré

CEl 60
Partie

CEIl 60
Partie 2:

CEI 60Y47-6:2000, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 6: Thyristors

A deux

on de la

brésent
rences
entuels

circuits

bgrés —

bgrés —

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés

CEI 60749-3, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climat
Partie 3: Examen visuel externe

iques —

CEI 60749-23, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques —

Partie 23: Durée de vie en fonctionnement a haute température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 34: Power cycling

1 Scope and object

die an

conduction (load currents) are perlodlcally applied and removed
temper

electropics and is complementary to high temperature operati
Exposyre to this test may not induce the same failure mechag
temper

test ca

NOTE

The foll

For da

of the 1]

IEC 60

IEC 60

Generdl

IEC 60

Rectifigr diodes

IEC 60

IEC 6074

IEC 60

Externd

IEC 60

undated references, the latest

y47-2:2000, fcona dewicegs — Discrete devices and integrated circuits —

49-23, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 2

thermal
hductor
orward
ges of

r-to-air
d. This

e’ application of this dogument.

edition

Part 1:

Part 2.

Part 3:

3: High

temperature operating life
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rmes et définitions

Pour les besoins du présent document, la terminologie de la CEl 60747 et de la CEIl 60748
ainsi que les définitions suivantes s'appliquent conjointement.

3.1

courant de charge
courant auxquels sont soumis les dispositifs pour produire la perte de puissance P

3.2

température-de-boitier

T

C
tempér

3.3

tempénature du radiateur

T

S
tempér

3.4

amplityide en température de jonction

ATy;

différerjce entre la température de jon
essai pendant un cycle de puissance

3.5

amplitiide en températuyé

AT,

différence entre la t

puissance C

3.6
temps
interva

3.7

perte de

P
dissipa
couran

documtfnts d’approvisionnement

3.8
temps

hture de la base du dispositif en essai faisant face au radiateur

hture du radiateur mesurée a grande proximité du d

ma et minimale du dispo

[a I'état pas

pendant durée de marche et a partir des données caractéristiques d4

sitif en

cle de

nde de
ns les

a I'état de coupure

intervalle de temps pour le refroidissement

3.9

période de cycle
somme de la durée de marche et de la durée d’arrét
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terminology of IEC 60747 and IEC 60748, together

with the following terms and definitions, apply.

31
load current
current to which the devices are subjected to produce power loss P

3.2
case temperature

T

Cc
temperpture of the base of the device under test facing the heat sink

3.3
sink temperature
T

S
temperpture of the heat sink measured in close proximity to

3.4
junctign temperature excursion
AT,;
differenjce between maximum and mi
test dufing one power cycle

3.5
case tegmperature excurs
AT,

differern

3.6
on-tim
time inf{ conducting load current
3.7
power
P

est

perature of the device

case-temperature during one power cycle

power Hdissipati devices under test as calculated from current waveform dur

time an teristic data in the procurement documents

3.8

off-time
time interval for cooling down

3.9
cycle period
sum of on-time and off-time

under

ng on-
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4 Appareillage d’essai

L’appareillage exigé pour cet essai doit comprendre une dissipation thermique pour un groupe
de dispositifs ou alternativement pour chaque dispositif individuel en essai dans le but de
dissiper les pertes de conduction directe et de commander les temps a I’état passant et a
I’état de coupure. La dissipation thermique peut étre sélectionnée a partir de la convection a
air naturelle ou forcée ou bien du refroidissement par liquide. Les amplitudes en température
présélectionnées des plaques de terre de dispositif des jonctions de puce, ainsi que les temps
a I'état passant et de coupure déterminent le montage et les parametres de la dissipation
thermique.

Les supports ou autres moyens de montage doivent etre prevus de sorte qu un contact

électriqgge—fiabte—puisse—étre—effectué—sans—échange nes de
dispositifs ns de
fonctio rmales
de la tqg a I'état
passan d’essai
indépendant de toutes fonctions de contrble par gachette des OQSiti L. temps
a I'état|passant et a I'état de coupure (période de cycle) doivent étre~pontiole veillant
soit le [radiateur T4 soit la température de boitier T,. En/Varia erio le peut
égalemlent étre contrblée par des réglages a temps fixes si i€

Il convient que le circuit d’essai soit également congu c al'exi ispositifs
anormdux ou défaillants ne modifie pas les condijti : ) essai
(par exemple, ce dernier pourrait étre/accompti Ees par
de noujvelles unités). Il convient de ‘veille ant de
pointeg de tension transitoire ou d’autre ntrainte
excess|ve électrique, thermique ou méga

5 Procédure

Lorsqulun montage spesi iSSi thermique est exigé, les détails doivgnt étre
spécifie S sionhement applicables. Il convient que le courant de
charge| et les 3 > i Sleciionnés prés de l'application préférentielle des
dispositifs en e indigue i s

Il conient que e d itif dressement tels que les diodes ou SCR qti sont
normalement utili isseurs de ligne a courant alternatif soient connectés a
des aliment a‘courantaltegnatif 50 Hz ou 60 Hz; il convient que des redresseurs en pont
soient mis en tant que tel, c’est-a-dire des tensions de ligne a ¢ourant
alternaii hornes d’entrée a courant alternatif et aux bornes de sortig court-
circuitées pe es shunt pour surveiller le courant de charge.

Il convient gue les~dispositifs a commande MOS tels que les MOSFET ou IGBT de puissance
soit coanectés aux alimentations a courant continu.

Les modules a fonctions multiples pourraient étre mis en fonctionnement par étapes et
séparés selon leurs circuits internes.

Il convient que les dispositifs a commande par porte tels que les SCR, IGBT et MOSFET
soient réglés dans un état conducteur direct continu par les commandes par portes
appropriées pendant toute la durée de I'essai.

Il convient que la puissance soit appliquée et des vérifications adéquates effectuées pour
s'assurer que tous les dispositifs sont convenablement polarisés. Pendant lI'essai, la
puissance doit étre appliquée aux dispositifs selon des cycles alternatifs comme indiqué au
Tableau 1 sauf spécification contraire dans la spécification applicable. Les dispositifs doivent
subir les cycles aux températures extrémes selon le nombre spécifié de cycles. L'essai de
cycle en puissance doit étre continu sauf lorsque les parties sont enlevées des dispositifs
d’essai pour les mesures électriques intermédiaires. Si I'essai est interrompu sous [I'effet
d’une défaillance de dispositif, de puissance ou d’équipement, I’essai peut redémarrer a partir
du point d’interruption.
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4 Test apparatus

The apparatus required for this test shall consist of heat sinking for a group of devices or
alternatively for each individual device under test with the purpose of dissipating the forward
conduction losses and of controlling on- and off-times. The heat sinking can be selected from
natural or forced air convection or liquid cooling. Pre-selected temperature excursions of the
device ground plates and of the die junctions, as well as on- and off-times determine heat
sinking set-up and parameters.

Sockets or other mounting means shall be provided so that reliable electrical contact can be

made without excessive heat transfer to the device terminals. Power supplies shall be
capablé of maintaining the specified operating conditions throughou period
despitegl normal variations in line voltage or ambient temperatures. O hing of
load cuirrents should be provided by the test circuit independent control
functiops of the devices under test. On- and off-times (cycle peri lled by
monitofing either heat sink T4 or case temperature T.. Alternati an also
be confrolled by fixed time settings, if appropriate.

The tegt circuit should also be designed so that the exi . 3 jevices
does not alter the specified conditions for other nits oOn . ght be
accomplished by exchanging defective units with n b avoid
possible damage from transient voltage spik sult in
electridal, thermal or mechanical over

5 Procedure

When ppecial mounting ki in the
applicaple procurement decu lose to
the preferred applicatig \

Rectifigr device@ verters
should|be connestéd uld be
operatg output
termingls shorted

MOS-cpntrol 3 to d.c.
power $upphies

Modulgs with>multiple functions can be operated stepwise and separate according {o their
internal circuits.

Gate-controftabte—devices—stuch—as SCRa, I6BFs—and—MmMOSFETs—shoutd—be——set' into a
continuous forward conductive state by appropriate gate controls throughout the entire test
duration.

The power should be applied and suitable checks made to assure that all devices are properly
biased. During the test, the power applied to the devices shall be alternately cycled as given
in Table 1, unless otherwise specified in the relevant specification. The devices shall
concurrently be cycled between temperature extremes for the specified number of cycles.
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Les conditions d'essai doivent étre choisies parmi celles indiquées dans le Tableau 1. La
relation du temps a I’état passant par rapport a I’état de coupure doit étre la méme pour tous
les dispositifs en essai. Il suffit que T ou T, soit surveillé de prés en dessous du centre d'un
dispositif en essai a condition que les conditions de charge et de dissipation thermique soient
contrélées de fagon appropriée pour tous les autres dispositifs:

Les températures de jonction T, i les amplitudes en températures de jonction ATVJ- ainsi que

amplitudes en températures de boitier AT,
tous lg i HH Hret 2

+

doivent étre maintenues dans la méme plage pour

a—etat de

coupure doit étre réglé avant que TVJ- n’ait approché T, a début

d’'un nag

Les températures de jonction T,; (et les températures de bo

uveau cycle comme l'illustre la Figure 1.

doivent

étre cqlculées a partir des impédances thermiques donnge ‘appro-
visionnement applicables et de la perte de puissance P des. dispQ hant en
comptd les formes d’onde de courant de charge.
Le nombre de cycles N, a réaliser doit étre séle
100 00D pour la condition d’essai 1,
1 000 gour la condition d’essai 2 et 3.
Aucung ns une
grande cations
de trac
nditions d'essai
@x@c?\dew
Condjﬁons T. Période de AT, Exemple de
d'egsai A \_/ vi cycle oc défaillance
d c
N 45 (£5) & Sensile a Ia
1 %307 125 ( O) 1sa115s 60 £5 fatiglie de
10 soudur¢ de fil °
45 (£5) &
2 50(+20) 125 (_,0) x5 Sensiple au
1mai5sm brasage|tendre °©
A5 (+5) 3 et a la fatigue de
3 60 (£20) 150 ( 18) 95+5 soudure de fil

pendant des cycles courts.

International Journal of Electronics, 1999, Vol. 86, No. 10, p.1193 — 1204.
° NORRIS, K.C., and LANDZBERG, A.H., Reliability of controlled collapse interconnections, IBM J. Res. Devel.

Vol. 1

3, p. 266-271, 1969.

AT, pourrait étre trés petit du fait que le dispositif est normalement mis en fonctionnement en régime transitoire

HELD, M. et al., Fast power cycling test for insulated gate bipolar transistor modules in traction application,
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The power cycling test shall be continuous except when parts are removed from the test
fixtures for interim electrical measurements. If the test is interrupted as a result of device,
power or equipment failure, the test shall restart from the point of stoppage.

6 Test conditions

The test condition shall be selected from those outlined in Table 1. The relationship of on-time
to off-time shall be the same for all devices under test. It is sufficient that T, or T, is
monitored closely below the centre of one device under test, provided that load and heat
sinking conditions are properly controlled for all other devices.

Junction temperatures T,;, junction temperature excursions ATVJ- a erature

excursipns AT, shall be kept within the same range for all devices, as<gi below.
Off-time shall be adjusted until T,; has approached T, within starts,
as illusfrated in Figure 1.

Junction temperatures TVJ- (and case temperatures T i i ¢ d from
the given thermal impedances in the applicable proglrement dds power

loss P ¢of the devices under test, taking into account (load

The number of cycles N, to be perforrfed ghal

No minimum requireme e& since this figure is very dependent |on the
application; N, might be\mil {M™traction applications under test condition 1.

100 000 for test condition 1,
1 000 fpr test conditions 2 and 3.

est conditions

/\\Te}u{eéwre\ék/hex
Tes \_/ Cycle ATy Example of
conditjon AT, ij period °C failure mode
oC oC
45 (+5) to . .
Sensitive [to wire
1 30 a 125(718) 1sto15s 60+5 bond fat|gue
45 (+5) to
2 (0] 0 0 755
) 125 (_40) . Sensitive|to soft
1 min to
15 min solder 4and
435 (iR) to wie-bond fatigue
3 60 (£20 95+ 5
(£20) 150 (_,9)

ATc might be very small because the device is normally operated in transient regime during short cycling.

HELD, M. et al., Fast power cycling test for insulated gate bipolar transistor modules in traction application,
International Journal of Electronics, 1999, Vol. 86, No. 10, p.1193 — 1204.

° NORRIS, K.C., and LANDZBERG, A.H., Reliability of controlled collapse interconnections, IBM J. Res. Devel.,
Vol. 13, p. 266-271, 1969.
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125
T °C Ty
T, === =--
= S

7 Précautions

Les co

maximales spécifiées par dispositif. Il

tempér
convier

I'issue
rapport
initiale

8 Me

Les mdg
corresg

9 Cr

Apres

D

e tycles de tempéra

htures maximales assignées d
t de prendre des i

aux exigences

pour ass@a

e qualification.

exposition a I'essai ou au cours de I’essai, un dispositif doit étre défini

constitllant_une défaillance si les r-arnr'h:':riqtiqunq de définition de défaillance riélnnq
limites données au Chapitre VIII, Section trois, Paragraphe 3.6 de la CEI 60747-1, en
référence au Tableau 2 cité en 7.4.3 de la CEl 60747-2 et au Tableau 3 cité en 9.4.3 de la
CEI 60747-6. Les dommages mécaniques tels que les craquelures, I'éclatement ou la cassure
du boftier (définis dans la CEl 60749-3) doivent étre considérés comme une défaillance, a
condition que la fixation ou la manipulation n’induise pas de tels dommages.

BE—
Temps \ /Ec§/

bofitier O de jopction ne soient pas dépasgées. I
précautioRs w 2 Vi des dommages électriques |et un
ue\ le\montage’ d’essai soit surveillé initialemenpt et a

ture 2

valeurs
ue les

hte par

doivent étre corrigés aprés la survgillance

comme
ent les

10 Résumé

Les détails suivants doivent étre spécifiés dans la spécification applicable:

a) montage spécial, si applicable (voir Article 5);

b) con

ditions d’essai selon Tableau 1;
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